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【緒言】中性子捕獲断面積の大きい B 原子を含む BGaN は新たな中性子検出半導体として
期待されている[1]。これまでの BGaN結晶成長では c-Al2O3基板が用いられてきたが、大口
径化に課題があった。そこで、Si 系基板に着目し Si および QST の各基板上への BGaN 成
長を行ってきた。さらに、AlGaNバッファー層を用いた BGaN 結晶成長により、BGaN層の
歪みを圧縮歪にした結晶成長により、表面におけるクラックの抑制が達成された[2]。しか
し、QST 基板上 BGaNの結晶成長は十分な検討が行われていない。特に、AlGaN/QST テン
プレートにおける BGaN 成長については歪みが成長に及ぼす影響を評価する必要がある。
そこで本研究では、AlGaN/QST テンプレートを用いた圧縮歪下における BGaN 結晶成長に
おいて、成長温度の変化が BGaN層へ及ぼす影響を評価した。 

【実験方法】BGaN 結晶は有機金属気相エピタキシー(MOVPE)法を用いて作製した。III 族
原料には TMGa、TMBを使用し、V族原料には NH3を使用した。テンプレートは QST 基板
上に Al0.53Ga0.47N バッファー層を形成した AlGaN/QST テンプレートを使用した。このテン
プレート上に成長温度：1100~1180 ℃で BGaN 層を成長させ、構造特性評価を行った。 

【結果】各成長温度で作製した BGaN 層を X 線逆格子マッピング測定により評価した。
図 1 に測定結果より得られた各成長温度の BGaN ピーク位置の関係図を示す。組成・膜厚
の変化が無い場合、成長温度によってピーク位置は変化しないが、測定結果より BGaN ピ
ーク位置が変化することを確認した。成長温度の低下に伴って、a 軸の格子定数は増大、c

軸の格子定数は縮小し、圧縮歪の緩和と同様の傾向を示した。次に、断面 SEM観察を用い
た、BGaN 膜の評価を行った。図 2 に成長温度 1100, 1150 ℃における断面 SEM 像を示す。
1150 ℃の高温にすることによって、大きなボイドが膜中に多数存在していることが確認さ
れた。これより、高温成長時には B 原子に起因した成長阻害や脱離などによってボイドが
形成されていると考えられる。これらの結果より、成長温度が低くなると、ボイド形成が抑
制され、これが圧縮歪の緩和に影響している可能性が示唆された。さらに、これらの条件に
基づいて、デバイス作製を行った。BGaN 検出器を用いた放射線評価については当日の発表
にて報告する。 
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Fig.1 BGaN(10-14) peak position at each growth 

temperature in reciprocal space mapping measurement 
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Fig.2 Cross sectional SEM images of the BGaN layer 
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